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前  言
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本标准起草单位:信息产业专用材料质量监督检验中心、中国电子技术标准化研究院、无锡尚德太
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公司。
本标准主要起草人:董颜辉、何秀坤、郑彩萍、裴会川、冯亚彬、路景刚、张雪囡。
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光伏电池用硅材料补偿度测量方法

1 范围

本标准规定了光伏电池用硅材料补偿度的测量和分析方法。
本标准适用于光伏电池用非掺杂硅材料补偿度的测量和分析。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4326 非本征半导体单晶霍尔迁移率和霍尔系数测量方法

GB/T14264 半导体材料术语

GB/T24581 低温傅立叶变换红外光谱法测量硅单晶中Ⅲ、Ⅴ族杂质含量的测试方法

GB/T29057 用区熔拉晶法和光谱分析法评价多晶硅棒的规程

3 术语和定义

GB/T14264界定的术语和定义适用于本文件。

4 方法原理

利用载流子浓度与温度变化关系的电中性方程,对n(P)-T-l关系曲线进行计算机拟合分析,从而

得到补偿度。电中性方程(以N型样品为例)如式(1)所示:
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  电离化杂质浓度关系见式(3):

n300=ND-NA …………………………(3)

  由式(1)、式(2)、式(3)利用最小二乘法原理,并适当调整gA、m*
a 、ND、NA、Ej5个量作数据拟合,得

到补偿度的表达式见式(4)、式(5):

Kp=ND/NA (P)型 …………………………(4)

KN=NA/ND (N)型 …………………………(5)

  根据GB/T4326,对样品作变温霍尔测量,由式(6)计算测试数据,得到n-T-1关系曲线。

n=γ/e·RΗ …………………………(6)

  式(1)~式(6)中:

n  ———载流子浓度,单位为每立方厘米(cm-3);

NA ———受主杂质浓度,atoms·cm-3;
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